
1. 서 론

압력 센서는 인가되는 물리적인 압력을 전기적인 신
호로 변환시켜 출력해 주는 변환기로 유량, 액면 및 
온도 센서와 함께 프로세스 오토메이션을 지탱하는 4
대 센서의 하나이다. 105 기압 단위부터 10-10 Torr까
지 압력 범위에 따라 응용되는 분야가 매우 다양하며 
최근에는 헬스 케어, 의료기기, 가전 모바일 등과 같은 
중소형 기기에도 활용되어 수요가 많다 [1]. 하지만 현
재 사용되고 있는 압력 센서는 공기의 압력만을 이용
한 센서가 주를 이루고 있고 물리적인 힘을 측정하는 
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방식의 FSR (force sensitive resistor) 압력센서는 
10 g에서 수백 kg까지 측정할 수 있지만 정밀도가 많
이 떨어지는 한계가 있고, capacitance를 이용한 압력 
센서는 구조적으로 제작의 한계가 있으며, 사용하는 유
전체의 변형 및 유전율에 따른 C 값 변화만 측정할 수 
있어 한정된 측정 범위를 가지고 있다.

본 연구는 capacitance 압력센서 측정 범위 및 정
밀도에 대한 문제를 보완하기 위해 유전체에 산화 그
래핀을 첨가한 복합 막을 압력 센서의 소자로 사용하
였다 [2]. 그래핀은 화학적⋅기계적 특성이 좋은 나노 
소재 [3-5]로 디스플레이, 이차전지, 조명, 자동차, 압
력 등 다양한 분야에 쓰이는 연구소재이며 산화 그래핀
은 그래핀에 비해 낮은 전기적 특성을 가진다. 이 같은 
특성을 가지는 산화 그래핀은 탄성을 가진 유전체와 혼
합됨으로써 [6,7] 유전체 내의 전하 흐름을 방해하는 
역할을 하고 유연하기 때문에 가해지는 압력에도 파괴
되지 않는다. 이 특성을 이용하여 기존 유전체 막의 압

산화 그래핀 복합소자의 압력에 따른 전기적 특성 변화 연구

김용우, 노기연, 성형석, 최우진, 안용재, 이성의

한국산업기술대학교 신소재공학과

Electrical Characteristics of Pressure Device with Graphene Oxide Composite Structure

Yong Woo Kim, Gi Yeon Roh, Hyeong Seok Sung, Woo jin Choi, Yong Jae Ahn, and Seong Eui Lee

Department of Materials Engineering, Korea Polytechnic University, Siheung 15073, Korea

(Received September 28, 2018; Revised December 17, 2018; Accepted January 3, 2019)

Abstract: A pressure sensor is a device that converts an applied physical pressure into an electrical signal. Such sensors 

have a range of applications depending on the pressure level, from low to high pressure. Sensors that use physical 

pressure, when compared to those operating under air pressure, are not widely applied as they are inefficient. To solve 

this problem, graphene oxide, which exhibits good mechanical and electrical characteristics, was used to increase the 

efficiency of these pressure sensors. Graphene oxide has properties that control the movement of charges within the 

dielectric. Exploiting these properties, we evaluated the change in electrical characteristics when pressure was applied 

according to the ratio and thickness of the oxidation graph added to the pressure sensor.

Keywords: Graphene oxide, Dielectric, Reduced pressure, Capacitance, Electric characteristic, Pressure sensor

                                                                                                

　

Regular Paper Best Paper  93
J. Korean Inst. Electr. Electron. Mater. Eng.
Vol. 32, No. 2, pp. 93-99 March 2019
DOI: https://doi.org/10.4313/JKEM.2019.32.2.93
ISSN 1226-7945(Print), 2288-3258(Online)



J. Korean Inst. Electr. Electron. Mater. Eng., Vol. 32, No. 2, pp. 93-99, March 2019: Y.-W. Kim et al.94

력에 따른 전기적 특성을 조절해 정밀한 측정이 가능하
며, 구조적으로 단순한 압력센서 소자를 제작하였다.

본 논문에서는 Hummer’s method [8]를 응용하여 
graphene oxide를 제조한 뒤 유전물질과 혼합하여 박
막을 형성하여 GO 첨가 비율 및 막 두께에 따른 재료
의 감압 특성 연구를 진행하였다. 박막의 코팅은 spin 
coater를 사용하였고 막의 두께는 alpha step 장비를 
사용하여 측정하였다. GO의 산화도와 첨가 비율에 따
른 박막 변화 확인은 XRD와 SEM 장비를 사용하여 측
정하였다. 전기적 특성 평가는 LCR meter 장비를 이
용해 capacitance를 측정하였고, AC power supply
와 oscilloscope로 인가전압에 따른 전류 변화를 확인
하였다.

2. 실험 방법

2.1 Graphene oxide 제조

Graphite (Aldrich, <20 um)를 산화시켜 graphene 
oxide를 만드는 화학적 제조법으로 대표적인 Hummer’s 
method를 응용한 실험 방법으로 H2SO4 (>80 wt%) 
150 ml이 든 삼각플라스크에 graphite 4 g을 첨가하
여 10분간 200 RPM stirring을 통하여 분산시킨 뒤, 
산화를 촉진시키는 KMnO4 12 g을 첨가하여 200 RPM 
stirring을 1시간 진행하였다. 산화된 graphene 간의 
결합을 약화시켜 층간의 박리를 위해 D.I water 400 
g을 첨가한다. 이때, 반응열을 최소화하기 위해 1초당 
한 방울씩 산에 떨어뜨린다. 그 후 반응하지 않고 남
은 잔여 물질을 H2O2로 환원시켜 준다. 화학적 변화를 
억제하고자 pH 7의 용액을 제조하는 데 증류수를 넣
은 후 원심분리기를 통해 원심분리를 진행한다. 방법은 
15분간 8,500 RPM의 속도로 원심분리 하였고 뭉쳐진 
graphene oxide 덩어리를 제외한 용액을 교체해 주며 
pH가 7이 될 때까지 원심분리를 반복한다. 중성이 된 
graphene 덩어리들을 sonication을 통해 20분간 박리
를 진행하였다. 박리된 graphene oxide를 얻기 위해 
원심분리를 1회 진행하였다. 조건은 8,500 RPM 15분
으로 설정하였다. 원심분리가 끝나면 박리된 graphene 
oxide [9]가 용액에 분산되어 나타난다. Graphene 
oxide의 wt%는 도가니에 용액을 5 ml 넣은 후 oven 
80℃ 분위기에 이틀간 건조하여 확인하였고, XRD를 
통한 peak 분석으로 graphene의 산화 상태를 확인하
였다.

2.2 Fluorine-gaphene oxide

composite device 제조

유전 물질인 fluorine resin 5 g을 용매인 Isophorone 
15 g에 첨가하여 120℃에 4시간 150 RPM으로 4시간 
stirring하여 fluorine resin을 용해하였다. 유전 물질
에 분산시킬 graphene oxide는 용액에 분산되어 있기 
때문에 isophorone에 1:1 비율로 넣은 뒤 hot plate 
100℃의 온도로 2시간 동안 150 RPM stirring하여 물
을 증발시킨 뒤 20분간 sonication하여 GO를 충분히 
분산시킨 뒤 5분간 두 용액을 섞어 F-GO 유전용액을 
제조하였다. 제조한 용액을 20 ohm/sq.의 면 저항을 
갖는 ITO glass에 spin coating 하였다. Glass는 4×4 
cm의 사이즈를 사용하였고, 복합소자는 3×3 cm의 사이
즈로 형성하였다. Coating 조건은 500 RPM 5초, 1,500 
RPM 30초 한 뒤 leveling 10분, 120℃의 오븐에 10분 
건조하여 박막 단층을 제작하였고, 복층일 경우에는 위
와 같은 조건을 반복하여 진행하였다.

표 1은 복합소자의 특성평가 조건을 나타내었다. 항
목은 복합소자의 두께, GO 첨가량, 누르는 압력으로 
나뉜다. Reference인 F와 GO를 1:0.5 비율로 혼합하
여 만든 복합소자의 두께별 압력에 대한 전기적 특성 
평가를 진행하기 위해 박막 두께를 각각 5, 15, 30 
um로 제작하였으며, 100, 300, 500 g의 무게 추를 이
용하여 F와 F-GO 복합소자에 압력을 가하였다. 평가 
장비로는 단차 측정기인 alpha step으로 막의 두께를 
측정하였고, RLC meter (GenRad.사)를 이용하여 실
험 조건에 따른 복합소자의 capacitance를 그림 1과 

Classification Fluorine (1:0)
Fluorine -

graphene oxide (1:0.5)

Thickness (㎛) 5, 15, 30

Press weight (g) 100, 300. 500

Table 1. Conditions for the evaluation of characteristics of F, F-GO.

Fig. 1. Measurement method of capacitance of composite devices.
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같이 측정하였다. Graphene의 산화를 확인하기 위해 
XRD를 사용하였고, GO 첨가량에 따른 막질의 변화를 
확인하기 위해 SEM을 이용하여 단면을 측정하였다. 
AC power supply (FT Lab.사)를 통해 인가전압별 전
류 변화를 oscilloscope (Tektronix.사)로 관측하였다.

3. 결과 및 고찰

3.1 F, F-GO composite device 막 두께별 

압력에 따른 전기적 특성 변화

그림 2는 graphene의 산화를 확인하기 위한 XRD 
patterns이다. Graphene oxide 용액을 건조하여 측정
한 값으로 그래프 내 12.6 peak를 확인하여 graphene
이 산화된 것을 확인하였다.

유전체 두께에 따른 capacitance 값 변화는 평행판 
축전기의 전기용량에 대한 공식으로 알 수 있다. 복합
소자의 특성 평가 결과는 공식에 대입하여 변화를 확
인하였다. 압력을 가할수록 탄성을 가진 복합소자의 d
값이 줄어들기 때문에 C 값의 증가해야 한다. F-GO 
복합소자의 측정값과 reference인 F의 값은 차이가 
있었으며 그 결과는 아래의 그래프와 같다.

그림 3의 그래프 (a)는 F, F-GO 복합소자 두께가 5 
um일 때 가해지는 압력에 따라 나타나는 capacitance 
값이다. 그래프를 보면 F는 가해지는 압력에 비례하여 
C 값이 증가하다가 300 g일 때부터 더 이상 증가하지 
않아 압력에 따른 F의 변형이 더 이상 일어나지 않는 
것을 알 수 있고 F-GO 복합소자는 300 g 이후 C 값
이 감소하는 것을 볼 수 있다.

그래프 (b)는 F, F-GO 복합소자 두께가 15 um일 
때 가해지는 압력에 따라 나타나는 C 값이다. 그래프

를 보면 압력에 따른 F의 C 값이 증가하는 것을 볼 
수 있는데 복합소자의 변형률이 작아져 변화 폭은 점
점 작아지는 것을 확인할 수 있다. F-GO 복합소자는 
5 um 두께와 유사하게 C 값이 증가하다 일정 압력부
터는 감소하는 것을 볼 수 있다. 

그래프 (c)는 F, F-GO 복합소자 두께가 30 um일 
때 가해지는 압력에 따라 나타나는 C 값이다. 그래프
를 보면 F에 가해지는 압력에 따른 C 값이 균일하게 
증가하는 것을 알 수 있다. F-GO 복합소자는 압력에 
따라 증가하기는 하지만 증가폭은 감소하여 500 g의 
압력을 가했을 때에는 F의 C 값과 비슷하게 나타나는 
것을 확인하였다.

Fig. 3. Capacitance value according to pressure applied to 

composite devices [(a)-thickness 5 um, (b) thickness 15 um, 

and (c) thickness 30 um].
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이 결과, F-GO 복합소자 내 GO의 역할로 C 값 변
화는 그림 4와 같이 설명할 수 있다. GO가 전하의 이
동을 방해하여 C 값이 기존의 F보다 커지는 것을 확
인하였다. 하지만 F-GO 복합소자 두께가 얇으면 압력
에 따른 GO의 위치 및 형상의 변화가 생겨 일정 압력 
이 후에는 C 값이 감소하는 것으로 보이며 두꺼워질수
록 GO 간의 거리가 멀어져 전하의 흐름을 제어하는 
데 큰 영향을 주지 못하며 F 간의 간격이 좁아지므로 
C 값이 F와 차이가 근소하게 나는 것을 알 수 있어 
두께에 따라 GO의 적정량이 존재할 것으로 예상하여 
복합소자 내 GO 첨가 비율을 달리하여 압력에 따른 
특성평가를 진행하였다.

3.2 감압에 따른 GO ratio별 전기적 특성

표 2는 F-GO 복합소자의 GO 첨가량 및 압력에 따
른 특성 평가 조건표이다. F-GO (1:0.5) 비율의 복합
소자 두께가 얇을 때에 일정 압력 이상 가할 시 전하
의 흐름을 제어하지 못하였기 때문에 GO의 양에 따라 
압력에 따른 특성 평가를 진행하였다.

그림 5는 F-GO 복합소자 내 grapehen oxide의 첨
가량별 감압에 따른 capacitance 값 그래프이다. 복합
소자 두께는 5 um로 하였다. 이는 GO의 양에 따른 
복합소자 압력 특성을 평가해 보기 위함이다. 

(a) 그래프는 100 g의 무게를 F-GO (1:n) 복합소자
에 가했을 때 나타나는 C 값의 변화이다. GO의 첨가 
율이 증가할수록 전하 이동을 방해하기 때문에 C 값이 
증가하는 것을 볼 수 있다. 

(b) 그래프는 300 g의 무게를 F-GO (1:n) 복합소자

에 가했을 때 나타나는 C 값의 변화이다. 100 g의 무
게를 가했을 때보다 C 값의 변화율보다 GO의 첨가율
이 클수록 C 값 변화율이 더 큰 것을 확인하여 d 값
의 감소로 인한 C 값 증가보다 GO의 전하 흐름 방해
가 영향이 더 큰 것을 확인하였다. 

(c) 그래프는 500 g의 무게를 F-GO (1:n) 복합소자
에 가했을 때 나타나는 C 값 변화이다. 앞선 실험 결
과에서 보았듯이 F-GO (1:0.5)와 같이 GO양이 적을 
경우 C 값이 감소하는데 F-GO (1:1)는 증가하는 것을 
확인하였고 F-GO (1:2)는 C 값의 증가폭이 커지는 것
을 보아 GO의 양이 증가하면 C 값 또한 증가하는 것
을 알 수 있어 GO의 양을 조절하여 가하는 압력에 따

Classification Fluorine – graphene oxide

Thickness (㎛) 5

Mass ratio 1:0 1:0.5 1:1 1:2

Press weight (g) 100, 300, 500

Table 2. Conditions for the evaluation of characteristics of F, F-GO.

Fig. 4. The role of the gaphene oxide in the dielectric substance.

(a) 

(b) 

(c) 

Fig. 5. Capacitance value as a result of depressurization by the 

amount of graphene oxide [(a) press 100 g, (b) press 300 g, 

and (c) press 500 g].
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른 전하의 흐름을 제어하여 C 값의 조절이 가능하다는 
것을 알 수 있다.

그림 6은 GO 첨가 비율에 따른 복합소자 단면 SEM 
image이다. 보이는 이미지의 배율은 10만 배이며, 스
케일 바 사이즈는 1 um이다. GO의 첨가 비율이 증가
할수록 GO sheet의 영향으로 F-GO 복합소자 주름이 
더 증가하는 것을 알 수 있다. 주름이 많다는 것은 GO
가 그만큼 많이 존재하기 때문에 전하의 흐름을 방해
한다는 것을 확인하였다.

그림 7은 F-GO 복합소자의 두께 및 GO의 첨가량이 
다를 때 압력에 따른 F-GO 복합소자의 내의 GO 변화
를 나타낸 것이다. 두께가 얇을 때 GO의 양이 충분치 
않다면 일정 수준의 가해지는 압력에는 전하의 흐름을 
제어하지만 일정 압력을 초과하였을 때에는 GO의 변
형 및 이동에 의해 전하의 흐름을 제어하지 못하는 것
을 알 수 있다 [10]. 두께가 두꺼울 때에도 GO의 양이 
충분치 않다면 GO 간의 거리가 멀어져 전자 흐름의 

제어가 되지 않는 것을 알 수 있다. GO양이 많을 때에
는 GO 간의 간격이 좁으므로 압력에 의해 변형 및 이
동이 오히려 전하의 통로를 더욱 막기 때문에 전하의 
흐름을 제어하여 C 값을 조절할 수 있는 것을 확인하
였다.

그림 8은 인가전압에 따른 F-GO (1:2)의 전류 변화 
그래프이다. AC power supply를 사용하여 F-GO에 
100 V를 인가하여 oscilloscope를 통해 전류 변화를 
확인하였다. Capacitance 값이 클수록 전류의 흐름이 
늦기 때문에 이를 통해 확인하며 GO의 전도성이 좋지 
않지만 부도체가 아니므로 전압을 인가하였을 때 전기
적 특성으로 인해 결과 값이 다르게 나올 수 있기 때
문에 실험을 진행하였다. 무게를 가할수록 증가한 
capacitance 값에 따라 전류의 흐름이 또한 늦어진 
것을 확인하여 복합소자로서의 특성이 유효하다는 것
을 알 수 있다.

그림 9는 전압을 인가하였을 때에 가해지는 무게별 
복합소자의 전류 반응 시간이다. 앞선 실험의 결과와 
비슷한 결과를 나타낸다. GO의 양이 적은 F-GO는 

Fig. 6. SEM images of dielectric substance (a) fluorine, (b) F-GO 

(1:0.5), (c) F-GO (1:1), and (d) F-GO (1:2).

Fig. 7. Pressure limit characteristics according to film thickness.
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Fig. 8. Current variation of F-GO (1:2) with applied voltage.
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Fig. 9. Current response time for pressure and graphene oxide ratio.
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500 g의 힘을 가했을 때 낮아지던 C 값과 같이 반응 
시간 또한 짧아졌다. 그러나 기존 fluorine보다 C 값
이 높던 F-GO가 적은 압력 구간에서 F보다 빠른 반응
속도를 보였다. 이는 GO가 전기적으로 다른 특성이 나
타날 수도 있을 것으로 보인다.

4. 결 론

Graphene oxide의 기계적⋅전기적 특성을 이용하
여 capacitance 값이 조절 가능한 압력센서 소재에 대
한 특성 연구를 진행하였으며, SEM, XRD, LCR meter, 
oscilloscope와 같은 장비를 사용하여 특성을 평가하
였다.

Graphene oxide의 전기적 특성인 유전율과 크기에 따
른 특성 변화 정도는 현재 정확히 나온 측정값이 없으므
로 정화한 상관관계를 알 수 없어 유전체 막과 graphene 
oxide가 첨가된 복합 막의 전기적 차이를 평가한 결
과이다.

구조적 특성 평가 결과로부터 fluorine 내 graphene 
oxide의 양이 증가함에 따라 주름이 많이 생기고 그에 
따라 압력에 의한 GO의 움직임이 커진다는 것을 확인
할 수 있었다.

전기적 특성 평가 결과 graphene oxide의 중량비
가 증가할수록 압력에 따른 C 값 또한 증가하는 것을 
확인하여 GO를 이용하여 C 값을 제어할 수 있는 것을 
확인하였다. Reference인 fluorine resin의 100 g에
서 500 g의 압력 차이에 따른 C 값 변화는 17%이다. 
Graphene oxide 복합소자 중량비 1:1, 5 um 기준으로 
100 g에서 500 g의 압력 차이에 따른 C 값의 변화는 
29%였으며, graphene oxide 중량비를 1:2로 중량비를 
100% 증가시켰을 때에 C 값 변화는 42%로 graphene 
oxide가 증가할수록 C 값의 변화 폭이 넓어지는 것을 
확인하였으며 터치 면적이 21% 증가하였을 때 C 값은 
112%가 증가하여 인가되는 압력에 따라 터치 면적을 
달리하면 C 값의 변화를 더 증가시킬 수 있는 것을 확인
하였다. 압력에 따라 graphene oxide 복합소자의 C 값 
변화 폭이 증가하였으며 일정 압력에서 graphene oxide
의 중량비가 낮은 소자는 C 값이 감소하는 현상이 나
타났다. 이러한 현상은 압력에 의해 변형하는 graphene 
oxide의 기계적 특성으로 graphene oxide가 적게 혼
합된 복합소자에 압력을 가할 시 graphene oxide의 
변형과 이동에 의해 전자의 흐름을 방해하지 못하는 
것이다. 이러한 문제는 앞선 실험인 graphene oxide

의 중량비를 증가시키는 방법으로 개선할 수 있었다. 
Fluorine resin과 graphene oxide 비율 1:2가 압력
에 따른 C 값 감소 없이 경향성 있게 증가하는 것을 
확인하였다. 이러한 결과는 얇으면서도 정밀한 측정이 
가능한 압력센서의 소재로 사용되기에 적합한 특성을 
갖는다는 것을 확인할 수 있다.

위의 결과로부터 감압조건은 100~500 g으로 낮은 
압력 범위에서도 C 값의 변화가 있었고, 막의 두께와 
GO의 양이 증가할수록 C 값의 변화 폭이 커져 더욱 
정밀하게 압력을 감지할 수 있어 센서의 정밀도를 높
일 수 있는 특성을 확인할 수 있었다.
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